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Azotek galu (GaN) to materiat, ktory moze zrewolucjonizowa¢ elektronike mocy dzieki swoim wyjgtkowym
wlasciwosciom, takim jak szeroka przerwa energetyczna i wysoka wytrzymato$¢ na pole elektryczne.
Urzadzenia pionowe oparte na GaN, takie jak diody i tranzystory, osiagnely juz imponujace parametry, ale ich
produkcja wcigz wigze si¢ z duzymi wyzwaniami technologicznymi. Kluczowym problemem jest opracowanie
efektywnych metod selektywnego domieszkowania, ktore pozwalaja na precyzyjne wprowadzanie elektronow
(n-typ) i dziur (p-typ) do struktury materiatu.

Jednym z obiecujacych rozwigzan jest wykorzystanie implantacji jonéw — metody dobrze znanej z przemystu
krzemowego, ale wciaz rozwijanej dla GaN. Aby uzyskaé stabilne i wydajne warstwy n-typu i p-typu,
konieczne jest zastosowanie ultra-wysokotemperaturowych procesow wygrzewania pod bardzo wysokim
cisnieniem. Dzicki tej metodzie mozna uzyska¢ wihasciwosci implantowanych warstw poréwnywalne z
najlepszymi warstwami GaN wytwarzanymi w technologiach epitaksjalnych.

W projekcie analizowane bedzie, jak jakos$¢ strukturalna GaN, mierzona gestoscig defektow, wptywa na
dyfuzje domieszek wprowadzanych metoda implantacji. Badane bedg warstwy GaN wykrystalizowane na
podtozach o réznej jakosci, takich jak:

e natywne podloza GaN (najwyzsza jako$¢ strukturalna, najnizsza gestos¢ defektow),
e grube warstwy GaN na szafirze (Srednia jako$¢ strukturalna),

e cienkie warstwy GaN na szafirze (nizsza jako$¢ strukturalna),

e GaN na krzemie (najnizsza jako$¢ strukturalna, najwicksza gestosé defektow).

Probki beda poddane procesowi implantacji jondw podstawowych domieszek (np. magnez, krzem) i
wygrzewaniu pod wysokim ci$nieniem. Nastepnie, przy uzyciu zaawansowanych technik badawczych, takich
jak mikroskopia elektronowa, spektroskopia Ramana czy pomiary efektu Halla, okre$lone zostang wiasciwoS$ci
fizyczne i parametry dyfuzji domieszek. Uzyskane dane pozwolg nam w przysztosci na projektowanie bardziej
wydajnych urzadzen, takich jak diody Schottky’ego czy tranzystory polowe.



